


















②小型で取り扱いやすい。 (レーザーチップのサイズは 300 x 100 x 100μm) 
③広い波長範囲選択の可能性がある 。 (ハマ ント可" t17' エネルt" -、結晶の組成の変化)
④他のレーザーに比較して高効率である。 (電力一光変換効率、数%'"'-'数 10 %) 
⑤高速直接変調が可能である。 (注入電流の変調により光出力強度を高速数 GHz に変調)
⑥高級品から汎用品まで豊富である。
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なるので、接合部を越えて p 形半導体領域に電子が注入され、 n 形半導体領域に正孔が注入される。
































せなければならない。図 2 に 3・5 族多元混品の格子定数とバンドギャップの関係を示す(句。例えば、
AlAs と GaAs は性質がよく似ており、AlAs : GaAs =χ: 1-χ の比率で合金を造ると χ=0'"'-'1
























































































半導体レーザーは、静電気に対して非常に敏感であるため、その取り扱いには CMOS LSI 以上に






図 5 は 5) その電源のブロック図で




















図 7 は製作した APC 回路で、半導体レーザー DL・308・011 を発振させたときの、光出力一電流特












P を電流値 I で微分した値 η.=dP/dIは微
1 [mA] 分効率と呼ばれ、さらに光子数 np を注入さ






















供給することにより、ブラウン管にスベクトル分布波形が描ける九図 9 (イ)、(ロ)、(ハ) は、
(イ) (ハ)
(口) (ニ)
図 9. (イ)， (日)，(ハ)半導体レーザーの発振スペクトル ! (ニ) He-Ne レーザーの発振スベクトル
図 7 の光出力一電流特性上で、しきい値電流から最大定格電流までの各点における、半導体レーザ






















きた。 そして、今後めざましい普及が見込まれている、 DVD 書き込み用の波長 650nm 前後、出力
数 mw クラスの赤色半導体レーザーの価格は 100 円程度まで低価格が実現しており、将来は更に
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